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imagens.

A posicio geografica de um Centro no IEN, préximo ao Hospital Universitario e do Centro de Ciéncias da Satde,
todos localizados no campus da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), na Itha do Funddo, permitird
o atendimento a todo o Grande-Rio. Além do Hospital do Fundgo, participam da parceria no Centro PET, os
hospitais do INCA (Instituto Nacional do Céncer) e da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Os
parceiros, dispordo no Centro de ambientes adequados para seus pacientes e para instalagao dos equipamentos PET.
O sucesso do processo PET ¢ uma verdadeira corrida contra o relégio, uma vez produzido o isdtopo radioativo é
necessario sintetizar o radiofarmaco e prontamente aplica-lo no paciente.

Os radioisétopos usados em PET tém meia-vida entre 75 segundos e 110 minutos, os mais usados em um Centro
PET sio: fltior-18, oxigénio-15, nitrogénio-13 e outros compostos marcados com carbono-11 ou fliior-18. Mais
que 200 substratos biolégicos e drogas tém sido marcados com tais radionuclideos. A tecnologia PET estd sendo
usada para estudos in-vive de fluxo sanguineo, volume de sangue, consumo de oxigénio, pH de tecido, utilizagdo
de glicose, atividade de células receptoras de drogas no cérebro e mapeamento da fungéo cerebral, possibilitando
fazer o diagnéstico precoce dos males de Alzheimer e de Parkinson. O radiofdirmaco mais largamente usado é o
F-18 (FDG), com meia-vida de 110 minutos, tem sido aplicado para epilepsia, oncologia, psiquiatria, neurologia e
doencas degenativas. Presentemente, existem mais de 200 instalagdes PET no mundo.
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Introdugao

A espectrometria de raios-X de baixa energia com detetores semicondutores tem crescido muito na ultima década
devido, principalmente, ao desenvolvimento de pré-amplificadores sensivels a carga, com baixo ruido eletrdnico [1].
A maior limitago na resolucio em energia obtida para r-X deriva do ruido eletronico gerado no primeiro estagio
de amplificacdo, nomeadamente, no transistor de efeito de campo e na resisténcia de realimentagdo negativa do
circuito. Superpdem-se a essas fontes, o ruido devido a corrente de fuga, 3 resisténcia de polarizagao, & capacidade
do detetor e & fonte de tensdo para alimentacio do pré-amplificador. Apesar-de existirem muitos estudos tedricos
sobre métodos/de cdlculos de ruido eletronico [2,3], a sua medida direta representa sempre a melhor alternativa visto
que, teoricamente, admite-se conhecida a forma do sinal proveniente do detetor - o que nem sempre corresponde
3 realidade. Em sendo assim, quando se deseja utilizar um pré-amplificador comercial é importante ajustar os
parametros de acoplamento do detetor ao pré-amplificador escolhido de forma a obter o menor ruido possivel. Com
este objetivo, estudou-se as influéncias de efeitos capacitivos e de temperatura no ruido eletronico de um sistema
de espectrometria de raios-X constituido por fotodiodos de Si.

Arranjo Experimental e Resultados

No presente trabalho, foram utilizados Fotodiodos do tipo PIN, SFH00206 (Siemens) e S2506-02 (Hamamatsu),
acoplados a um pré-amplificador Ortec 142A. Para as medidas em fungao da temperatura dos fotodiodos, empregou-
se uma célula Peltier, sendo ambos fixados diretamente no interior de uma cdmara de ago inox. A polarizaggo dos
fotodiodos foi feita através de uma resisténcia de 100 MSQ, interna ao pré-amplificador. Para a determinagio do
ruido eletronico, os impulsos de um gerador de precisio (Ortec 448) foram introduzidos na entrada de teste do
pré-amplificador, apresentando amplitude equivalente a 59,5 keV (o que corresponde a linha do raio-X do 4lAm) e,
a0 mesmo tempo, o fotodiodo a ser analisado era mantido conectado na entrada principal do pré-amplificador. Os
resultados obtidos eril temperatura ambiente, relativos a varia¢do do ruido equivalente em carga (ENC) em fungdo
da capacidade do detetor estdo mostrados na figura 1 para os dois diodos estudados.
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As curvas obtidas revelam que o ruido ENC dos diodos aumenta com a capacidade do detetor, existindo um valor
de capacidade para o qual o ruido é minimo. Deve ser salientado que em nosso arranjo, o ruido ENC obtido engloba
a corrente de fuga dos diodos, a qual aumenta com a tensdo de polarizagio. A diminui¢do da temperatura do
diodo - para o valor de capacidade onde o ruido ENC era minimo - est4 representada na figura 2 e determinou um
significativo decréscimo no ruido global. Esta curva evidencia que atingiu-se o limite de ruido do pré-amplificador
142A, dado pelo fabricante como sendo de cerca de 240 elétrons para uma capacidade pura de 4 pF (sem considerar
portanto o efeito da corrente de fuga do diodo).
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Conclusao

Os resultados obtidos revelaram a necessidade de se desenvelver um pré-amplificador sensivel a carga com ruido
inferior ao 142A da Ortec, a fim de determinarmos a limitagdo da resolucio em energia para raios-X devida fun-
damentalmente aos diodos estudados, a qual até o presente est4 limitada pelo rufdo eletronico do pré-amplificador
usado. O desenvolvimento de um pré-amplificador com menor ruido eletrénico encontra-se em andamento.
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